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Deposition p帽SSure ( × 1 0~'pa)　　6.0　　　7.0
FJow rate of Ar (1 0'2 pa m3/S)　　3.886
F一ow rate of 02 (1 0ー2 pa m%)　　2.365
Flow rate of N2 (10-2 pa m3/S)　　1.859
Substrate temperature (oC)　　　　　600
Power of deposition (W)
Time of pro-spdter (see)
























よりPZr薄膜上に作製した｡ターゲットには､ PtおよびAg合金(97 m01%Ag-I mo1%Pd-2
m01%Cu)ターゲットを用いた｡図2-3にdcスパック装置の概略図を示す｡
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圧:30kV､管電流: 15mA､ 2β測定範囲10-100 0 ､走査速度: 10 0 /min､測定幅:0.02 0








































る｡図3･2(C) 500℃, 5 minで熱処理した試料のⅩRD回折図形でAg(111)と比較してAg(200)
のピークの強度が増加し鋭くなっていることから､熱処理によりAg上部電極の結晶性が増し
ていると推察される｡図3･2(a)は500℃において熱処理時間を30 minと変化させた試料の














まで表面形態に大きな変化は見られなかった｡しかし､ 500℃, 5 min (図3･3(C))の熱処理に
よって表面に円形のヒロックが発生していることが分かるoこれは､ 400℃,5minの熱処理に








数現れた｡しかし､ 500℃, 5-30min (図3･4(a))の条件では大きな変化は見られなかった｡
(b) SEM観察
図3･5に､ Pt上部電極表面のSEM写真を示す｡図3-5(a)は､ as･depo.の電極表面を示して
おり､上部電極作製後は粒径が数nm～数十nmの滑らかな組織であった｡ 500℃, 30 minの
熱処理(図3･5(b))によって若干荒れた表面組織となったが､それほど大きな変化はなかった｡
(a) As-dep.
(C) 500oC, 5 min
(b) 300oC




(C) 500oC, 5 m舌n
(b) 300oC, 5min
(d) 500oC, 30 min
図3-4酸素熱処理前後でのAg合金上部電極表面の光学顕微鏡写真
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Annealing Temperature / oC
図3-11規格化したP,の酸素熱処理温度依存性
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図3114　規格化したEcの500℃における鼓素熱処理時間依存性
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る｡ 200℃ (図3･16(b))ではaS･depo. (図3-16(a))と比較して特にⅩRD回折図形に変化はなか





























(a) As-depo. (b) 200oC
図3-18水素熱処理前後でのAg合金上部電極表面の光学顕微鏡写真
(a) As-depo. (b) 400oC
図3-19水素熱処理前後での円上部電極表面のSEM写真
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Annealing Temperature / oC
図3-23規格化したP,の水素熱処理温度依存性
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図3-24規格化したEcの水素熱処理温度依存性
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(a) As-depo. (b) 200oC
図3-27窒素熱処理前後でのPt上部電極表面の光学顕微鏡写真
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(a) As･depo. (b) 200oC
図3-28窒素熱処理前後でのAg合金上部電極表面の光学顕微鏡写真
(a) As-depo. (b) 400oC
図3-29窒素熱処理前後でのPt上部電極表面のSEM写真
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Annealing Temperature / oC
図3-34規格化したEcの窒素熱処理時間依存性
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